
















































































































专利名称(译) 液晶显示装置及电子设备

公开(公告)号 CN101354511A 公开(公告)日 2009-01-28

申请号 CN200810130136.9 申请日 2008-07-25

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

[标]发明人 黑川义元
池田隆之
长多刚
井上卓之

发明人 黑川义元
池田隆之
长多刚
井上卓之

IPC分类号 G02F1/1362 H01L27/12 H01L21/84 H01L29/786

CPC分类号 H01L29/78696 H01L29/66765 H01L27/1222 G02F2201/40 H01L29/458 G02F1/1368 H01L29/04 
H01L27/1214 H01L29/41733 H01L29/4908 H01L29/78669 H01L29/78678 H01L27/12 G02F1/133707 
G02F1/136227

优先权 2007196489 2007-07-27 JP

其他公开文献 CN101354511B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的目的在于提供一种开口率提高的液晶显示装置及电子设备。本
发明包括：具有绝缘表面的衬底；形成在衬底上的晶体管；以及电连接
到晶体管的像素电极。该晶体管包括：栅电极；栅电极上的栅极绝缘
层；栅极绝缘层上的具有微晶结构的半导体层；以及具有微晶结构的半
导体层上的缓冲层。所述晶体管的沟道宽度W和晶体管的沟道长度L满足
0.1≤W/L≤1.7的关系。
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